
第 9回応用物理学会名古屋大学 

スチューデントチャプター東海地区学術講演会 

2022年 12月 10日(土) 

名古屋大学 VBL 3階 ベンチャーホール 

プログラム 

10:00~10:10 Opening 

名古屋大学スチューデントチャプター代表  今井 友貴 

 

10:10~10:40 招待講演 

 「ガス環境 TEM中に形成されるイオン環境」 

名古屋大学 材料デザイン工学専攻 助教  徳永 智春 先生 

 

10:40~11:55 オーラルセッション①～⑤ 

10:40~10:55  A1   一様磁場下での磁性ナノ粒子鎖形成を用いた一方向性多孔体作製 

名古屋大学 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 秦研究室 小林 京貴 

10:55~11:10  A2   2次元トポロジカル絶縁体候補物質 ABTe4(A/B=Ti, Zr, Hf)の強磁場輸送特性 

名古屋大学 物質科学専攻 生田研究室 蓮生 雄人 

11:10~11:25  A3   Dirac半金属関連物質 SmMnSb2 の磁気及び輸送特性 

名古屋大学 物質科学専攻 生田研究室 篠田 北斗 

11:25~11:40  A4   SiGeバッファ上 SiSnエピタキシャル薄膜の作製 

名古屋大学 物質科学専攻 中塚研究室 藤本 一彰 

11:40~11:55  A5   イオン注入法による n型エピタキシャル Si1-xSnx薄膜の形成と活性化評価 

名古屋大学 物質科学専攻 中塚研究室 大岩 樹 

 

13:00~14:30 オーラルセッション⑥～⑪ 

13:00~13:15  A6   SiCコート CNWの表面形態が細胞挙動に及ぼす影響 

愛知工業大学 電気電子工学専攻 竹内研究室 小野 浩毅 

13:15~13:30  A7   SiO2上へのニッケルシリサイド超薄膜形成における Siキャップ層の効果 

名古屋大学 電子工学専攻 宮﨑研究室 木村 圭佑 

13:30~13:45  A8   Feシリサイドナノドットの室温 PL特性および化学結合状態評価 

名古屋大学 電子工学専攻 宮﨑研究室 斎藤 陽斗 

13:45~14:00  A9   Si量子ドットの規則配列制御 

名古屋大学 電子工学専攻 宮﨑研究室 辻 綾哉 



14:00~14:15  A10  MOVPE法を用いた GaN/AlN 共鳴トンネルダイオードの作製 

名古屋大学 電子工学専攻 天野研究室 岩田 大暉 

14:15~14:30  A11  熱処理による Al(111)上の Si表面偏析制御 

名古屋大学 電子工学専攻 宮﨑研究室 酒井 大希 

 

14:45~16:15 オーラルセッション⑫～⑰ 

14:45~15:00  A12  鉄系超伝導体 NdFeAs(O,H)の上部臨界磁場の異方性測定と水素置換量依存性 

名古屋大学 物質科学専攻 生田研究室 日比野 絢斗 

15:00~15:15  A13  Ⅳ族半導体混晶薄膜の電気的特性評価に向けたプロセス開発 

名古屋大学 物質科学専攻 中塚研究室 森 大智  

15:15~15:30  A14  鉄系超伝導体 NdFeAs(O,H)薄膜の微細加工と超伝導特性評価 

名古屋大学 物質科学専攻 生田研究室 吉川 淳朗 

15:30~15:45  A15  GaN縦型 p-nダイオード駆動中の多光子励起 OBICを用いたキャリア密度分布測定

手法の模索 

名古屋大学 電子工学専攻 天野研究室 八木 誠 

15:45~16:00  A16  HVPE法を用いた縦型 GaN p-n接合ダイオードにおける逆方向リーク電流に関する

調査 

名古屋大学 電子工学専攻 天野研究室 田中 大貴 

16:00~16:15  A17  フッ素化したニッケル酸化物 Nd₂NiO₄の作製とその物性 

名古屋大学 物質科学専攻 生田研究室  斎藤 雄大 

 

16:15~16:20 Closing 

名古屋大学スチューデントチャプター代表  今井 友貴 

 


